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Досліджено зміну електричних властивостей нелегованих шарува-
тих кристалів n-InSe під впливом високоенергетичних -квантів та 
електронів. Необхідні γ- (1,4 кГр – 1,4 МГр) та електронна (0,31 та 3,1 
МГр) дози забезпечувалися різною тривалістю опромінення.  
До та після опромінення у діапазоні 80-400 К вимірювалися 
температурні залежності коефіцієнта Холла та електропровідності 
вздовж шарів. Встановлено, що радіація незначно впливає на 
низькотемпературну ділянку кривої n(T), а найбільш суттєві зміни 
мають місце при Т>300 K, коли понижується  як  концентрація,  так  і  
її  температурне  зростання  для  всіх опромінених кристалів – 
вірогідно із-за впливу опромінення на дефекти, що розташовані у 
міжшарових проміжках моноселеніду індію. Для всіх кристалів InSe 
холлівська рухливість знижується з температурою з-за домінуючої 
взаємодії носіїв з гомополярними оптичними фононами ђ=14,3 меВ. 
Встановлено, що температурна залежність рухливості майже не зазнає 




Після електронного опромінення рухливість електронів при 80 К 
понижується більше, ніж на порядок. Величина С вже зростає з 
температурою у всьому вивченому діапазоні, що пояснено взаємодією 
носіїв з областями просторового заряду. Із-за утворення додаткових 
акцепторних центрів значно зменшується й концентрація електронів у 
зоні провідності, яка до того ж суттєво зростає з температурою. Як 
наслідок, металічний хід провідності після електронного опромінення 
змінюється на виражений напівпровідниковий, а значення компоненти 
С для максимальної дози понижується у понад 10
3
 разів при 80 К. 
